
¿A qué nos referimos cuando hablamos de MEMS?

Sistemas mecánicos de dimensiones micrométricas
En general estructuras maquinadas con técnicas litográficas



Caltech, APS Meeting
26 de Diciembre de 1959
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Para hacer estructuras 
“tridimensionales” es necesario
realizar muchas etapas sucesivas.



Algunos atributos de MEMS

 Son chicos y baratos de hacer
 Utilización de tecnología establecida en IC

 Fácil replicación
 Integración con electrónica

 Baja disipación
 Robustez 



Ejemplos:





  

Microscopio de fuerza
atómica



  



  

De nuevo Feynman...

...Y entonces tenemos válvulas de luz.
Pero como estas diminutas válvulas
pueden ser puestas por toda un área,
podemos hacer una puerta que deje pasar
“patrones” de luz. Podríamos rápidamente
cambiar estos patrones por medio de
voltajes eléctricos y así hacer una serie de
dibujos. O podriamos usar estas válvulas
para controlar una fuente intensa de luz y
proyectar imágenes que varien
rápidamente, imágenes de TV. Sin
embargo, yo no creo que la proyeccion de
imagenes de televisión tenga algún uso,
excepto para vender más imágenes de TV
o cosas como esas. Yo no considero eso
un uso (como tener papel hgénico con
propaganda)...

Jet Propulsion Laboratory
23 de Febrero de 1983



  

Texas Instruments DMD MEMS Array



  



Integration at Different Levels
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iMEMS  Technology 
Accelerometer beam (ADXL202, one corner)

Self Test Fingers

Tether, spring

Anchor

Stopper

Etch Holes

Center Member

Moveable Fingers

Fixed Fingers



2-axis Beam-Steering 
Surface-Micromachined Mirror

•  raised frame for ±9° angles 
with 500um reflector

• self-assembly  mechanism  to
lift and lock the frame

• gimbal mount  with four
serpentine springs

•  electrostatic actuation  with
electrodes under device

• < 170V drive voltage  to
capacitive load

•   < 5msec switching time

•   gold reflector

V.A. Aksyuk et. al. Proc. SPIE v.4178 2000
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Optical Switch Fabrics



Monolithic Fringing-Field 1xN Switch
Surface-micromachined devices II





MicroTriode-MEMS Vacuum Tube
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Pb squares
 on MEM oscillator

2×2m2
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